DATEN VORLAUFIGER MUSTER BDV 66
BDV 66 A
BDV 66 B
BDV 66 C

-

SILIZIUM - PNP - EPIBASIS -
DARLINGTON - LEISTUNGSTRANSISTOREN,

Komplementédrtypen zur BDV 67 - Reihe

Mechanische Daten: — 22— _’F\'&'—
Gehduse: Kunststoff 1 i—.z%_
mit metallischem . 46
Montageflansch, 4,2 - — 14
SOT-93 iR LI =
Der Kollektor ist mit dem t iy
metallischen Montageflansch 127
leitend verbunden. max l
MaBangaben in mm. ‘
{1
136
115 min 04
% || c|| € l
55455 —» [—16
V2720263
Kurzdaten: BDV 66 66A 66B 66C
Kollektor-Sperrspannung -UCB o = max. 60 80 100 120 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung -UCE o = max. 60 80 100 120V
Kollektorstrom, Scheitelwert -IC M = hex. 20 - A
Gesamtverlustleistung bei 8G§25°C Ptot = max. 175 w
R o :
bei 06- 100°C Ptot = max. 70 :’
Sperrschichttemperatur SJ = max. 150 C
Gleichstromverstidrkung >
bei -U =5Vund -I, = 10 A B = 1000
CE c
Grenzfrequenz, Emitterschaltung
bei -UCE =5V und —IC =5A fB = 60 kHz
VALVO TRANSISTOREN 8.79
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BDV 66

BDV 66 A
BDV 66 B
BDV 66 C

Absolute Grenzwertes (giiltig bis & BDV 66 66A 66B 66C
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: —UCB o = max. 60 80 100 120 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
bei IB = 0: —UCE o = max. 60 80 100 120 V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 03 -UEB o = max. 5 5 5 5V
Kollekt?ystrom, Mittelwert: -IC Ay = mex. 16 A
Kollektorstrom, theitelwert: -IC M = max. 20 A
Gesamtverlustleistung bei SG g 25°C: Ptot = max. 175 W
Sperrschichttemperatur: SJ = max. 150 °c
Lagerungstemperatur: BS = min. -65 °c
s = max. 150 °c
S
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Montageflansch: Rth G é 0,715 K/W
200
Piot max
(W)
100
Ny
™
N
AN
0
0 50 100 35 (°C) 150
8.79 VALVO TRANSISTOREN
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BDV 66

bei 8, = 25°C

-

Kollektor-Reststrom

Kennwerte:
—_—

BDV 66 A
BDV 66 B
BDV 66 C

: <
bei IE = 0 und _UCB = —UCB 0 max® -ICB o - 1 mA
Kollektor-Emitter~Restspannung <
bei -IC = 10 A und -IB = 40 mA:‘ -UCE sat = 2,0 v
Basisspannung <
bei _UCE =5 V und -Ic = 10 A: -UBE = 2,5 V
Gleichstromverstirkung >
bei -U,..= 5 V und -I_ = 10 A: B & 1000
CE C
bei —UCE =5 V und -Ic = 16 A: B = 850
Grenzfrequenz, Emitterschaltung
bei 'UCE = 5V und -IC =5 A: fB = 60 kHz
10000 T i i H E R0
1
B ‘—'UCE= 5V
3,=25°C
s N M
A’,
y \
1000 \
A Y
/
v
100 00
0) 1 10 -1¢ (A) 1
VALVO TRANSISTOREN 8.79
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BDV 66
BDV 66 A

BDV 66 B
BDV 66 C

-[c

(A)

— Erlaubter (=sicherer)

Arbeitsbereich fir —_ BDVEE

[ Gleichstrom, 3, $25°C
BDV 66 A
BDV 66 B
BDVE6C AY
0) | 111 ]
1 . 0 _yegv) 100
8.79 VALVO TRANSISTOREN
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DATEN VORLAUFIGER MUSTER BDV 67
BDV 67 A
BDV 67 B
BDV 67 C

SILIZIUM ~ NPN - EPIBASIS -
DARLINGTON - LEISTUNGSTRANSISTOREN,

Komplementértypen zur BDV 66 - Reihe

15.2 4,6
* max " max[*
Mechanische Daten: — 14 — —>2‘¢-—
Gehduse: Kunststoff —i—— 46 b
mit metallischem 2:3 - T E
Montageflansch, ?
SOT-93 } 2
Der Kollektor ist mit dem ,}%’,,(
metallischen Montageflansch &
leitend verbunden. ; b
MaBangaben in mm T
136
1S min 04
0% Bl | el 4 '
55¢ 55 —» 16
VZ 720263
Kurzdaten: BDV 67 67A 67B 67C
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 60 80 100 120 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 60 80 100 120 V
Kollektorstrom, Scheitelwert IC M = max. 20 A
Gesamtverlustleistung bei «SG é 25°¢C Ptot = max. 175 W
. o
bei «&G-100 C Ptot = max. 70 Y)I
Sperrschichttemperatur 6J = max. 150 C
Gleichstromverstirkung s
bei U =5 Vund I, = 10 A B = 1000
CE c
Grenzfrequenz, Emitterschaltung
bei UCE=5Vund IC=5A fB = 50 kHz
VALVO TRANSISTOREN 8.79
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BDV 67

BDV 67 A
BDV 67 B
BDV 67 C

Absolute Grenzwerle: (giiltig bis 8J max) BDV 67 67A 67B 67C
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 02 UCB o = max. 60 80 100 120V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung
bei IB = 0: UCE g = max. 60 80 100 120 V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 0: UEB o = max. 5 5 5 5V
Kollektorstrom, Mittelwert: IC Ay = max. 16 A
Kollektorstrom, Scheitelwert: IC M = max. 20 A
Gesamtverlustleistung bei 86 é 25°C: Ptot‘ = max. 175 w
Sperrschichttemperatur: $J = max. 150 %
Lagerungstemperatur: SS = min. -65 °c
o
SS = max. 150
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Montageflansch: Rth ¢ § 0,715 K/W
200
Plol max
(W) ™
100 ™
N,
N
AN
0
0 50 100 8 (°C) 150
8.79 VALVO TRANSISTOREN

328



BDV 67

bei 8 = 25°C

-

Kennwerte:

Kollektor-Reststrom

BDV 67 A
BDV 67 B
BDV 67 C

X <
bei IE = 0 und UCB = UCB 0 max® ICB o - 1 mA
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei IC = 10 A und IB = 40 mA: UCE sat = 2,0 A
Basisspannung <
bei UCE =5V und IC = 10 A: UBE = 2,5 v
Gleichstromverstirkung >
bei UCE =5 V und Ic = 10 A: B = 1000
bei UCE =5V und IC = 16 A: B = 1900 R
Grenzfrequenz, Emitterschaltung
bei UCE =5V und Ic =5 A: fB = 50 kHz
10000 ——T—7—11~ E
1 1 1 171
1 1T 1
B — UCE= 5V
L 9y=25°C
M .
7 \
1000
pd
7/
/
100
0, 1 10 Ic(A) 100

VALVO TRANSISTOREN

8.79
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BDV 67

BDV 67 A
BDV 67 B
BDV 67 C

E 73
10
AN
le
N
(A) N
N
1
BDV 67— 11
[—Erlaubter (= sicherer) ——BDV 67A 3=
[ Arbeitsbereich fur —_|BDVETB
Gleichstrom, 9 £ 25°C BDV 67C
[1A]
1 , 10 100 UceV)
§3709 VALVO TRANSISTOREN



BDV 91
BDV 93
BDV 95

SILIZIUM - NPN - EPIBASIS -
LEISTUNGSTRANSISTOREN

Mechanische Daten:

Gehduse: Kunststoff Imax

mit metallischem 1% 2

Montageflansch, i

S0T-93 i ot |-

U

Der Kollektor ist mit dem ﬁﬁ? . f H T
metallischen Montageflansch Afi [
leitend verbunden, 41 éﬂx
MaBangaben in mm. 4%1

a8
i
g Bil Cl] E
55 ¢ 55 —»| [+16
vZ 720263
Kurzdaten: BDV 91 BDV 93 BDV 95
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 60 80 100 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 60 80 100 V
Kollektorstrom, Scheitelwert IC M = max. 20 A
Gesamtverlustleistung bei %G é 25°%C Ptot = maX. 90 w
. 0
bei SG = 100 °C Ptot = max. 36 OW
Sperrschichttemperatur SJ = max. 150 C
Gleichstromverstirkung >
belUCE=4V,Ic=4A B = 20
Transit-Frequenz ) >
bei UCE =10 V, IC =0,5 A fT = 4 MHz
VALVO TRANSISTOREN 9.77
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BDV 91

BDV 93
BDV 95

Absolute Grenzwerte:

(giiltig bis 8 mai)

BDV 91 BDV 93 BDV 95

Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: UCB o = max. 60 80 100 V
Kollektor-Emitter-
Sperrspannung bei IB = 0: UCE o = max. 60 80 100 V
Emitter-Sperrspannung bei IC = 02 UEB o = max. 5 :’) 5 V
Kollektorstrom, Mittelwert: IC Ay = max. 10 A
Kollektorstrom, Scheitelwert: IC M = max. 20 A
Basisstrom: IB = maX. 4 A
Gesamtverlustleistung bei &G -—<- 25%C: Ptot = max. 90 W
Sperrschichttemperatur: QJ = maX. 150 °c
Lagerungstemperatur: &S = min -65 °¢
8 = max. 150 °¢
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht <
und Montageflansch: R = 1,39 K/W
th G
VZ 7300177 /Z 73 0017
Plot max T 100
(w)
100 Ic
(A)
N
75 10
\ N\
LN
N\
N
\\
S0 g i
Erlaubter (=sicherer) Arbeits-| \
AN bereich fiir Gleichstrom, 3,%25°C
1
25 N
b b
N 3 2
A\ 8 8
0 - - 5 0. i
0 50 100 ¥; (°C) <! 10 Uge (V) 100
9.77 VALVO TRANSISTOREN
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BDV 91
BDV 93
BDV 95

Kennwerte:

bei SJ = 25°C, sofere nicht anders angegeben
Kollgktor—Reststrom <

bei IE = 0 und UCB = UCB 0 max’ . ICB 0 : 100 pA

bei IE =0, UCB = 0,5'UCB 0 max’ &J = 150 °C: ICB o = 1 mA
Kollektor-Emitter-Reststrom <

bei IB = 0 und UCE = UCE 0 max’ ICE 0o = 1 mA
Emitter-Reststrom <

bei IC =.0 und UEB =5 V: IEB o = 1 mA
Kollektor~Emitter-Restspannung ) <

bei IC = 4 A und IB = 0,4 A: UCE sat : »0 v

bei IC = 10 A und IB = 3,3 A: UCE sat = 3,0 V
Basisspannung <

bei IC =4 A und IB = 0,4 A: UBE sat : 1,5 v

bei UCE = 4 V und IC =4 A: UBE é 1,4 v
Gleighstromverstﬁrkung ) 5

bei UCE =4V und IC = 4 A: B ; 20

bei UCE =4V und IC = 10 A: B & 5
Transit-Frequenz 5

bei UCE = 10 V und IC = 0,5 A: fT = 4 MHz
Schaltzeiten .

bei ICX =4 A und IBx = -IBY = 0,4 A: tein = 0,3 us

taus = 1,5 us
£ = ’ ns .
MeBschaltung fiir Schaltzeiten
55vﬂ —-{%Qj—onov
ov 60% L o
fp:s?g"ﬁ 150 209
:; : ‘Igrr\‘: - “7V = VZ 7104302
VALVO TRANSISTOREN ' 9.77
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BDV 91

BDV 93
BDV 95
1000 R0
B
Uce =4V
3, =25V
100 ] ~ ™, =
—— A
10
0,01 01 LI PN 10
8.79 VALVO TRANSISTOREN
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BDV 92
BDV 94
BDV 96

SILIZIUM - PNP - EPIBASIS -
LEISTUNGSTRANSISTOREN

Mechanische Daten:

15.2 4.6
Gehduse: Kunststoff Tmax T Mmax YT
mit metallischem le— 14— —»{2te—
Montageflansch, __L
SO0T-93 iz | wh H
Der Kollektor ist mit dem 2,1? . ¥ _§~
metallischen Montageflansch T 21
leitend verbunden. 27 max
MaBangaben in mm. mfx L
{1
136
s min 04
085 gif ¢l g I 4
55¢55 —» 16
vZ 720263
Kurzdaten: BDV 92 BDV 94 BDV 96
Kollektor-Sperrspannung _UCB o = max. 60 80 100 V
Kollektor-Emitter~Sperrspannung _UCE 0 = max. 60 80 100V
Kollektorstrom, Scheitelwert —IC M = max. 20 A
Gesamtverlustleistung bei OG =<- 25°¢C Ptot = maX., 90 w
. o _
bei BG = 100 C Ptot = max. 36 ZI
Sperrschichttemperatur sJ = max. 150 C
Gleichstromverstirkung >
bei -UCE =4V, -Ic = 4 A B = 20
Transit-Frequenz
bei ~Ugy = 10 V, =1 = 0,5 A , 2 4 MHz
VALVO TRANSISTOREN 9.77
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BDV 92

BDV 94
BDV 96

Absolute Grenzwerte:

P . - BDV 92 BDV 94 BDV 96
(giiltig bis 8y max)
Kollektor-Sperrspannung bei IE = 0: —UCB o = max. 60 80 100 Vv
Kollektor-Emitter-
Sperrspannung bei IB = 0: -UCE o = max. 60 80 100 \'
‘Em1tter-Sperrspannung bei IC = 03 -UEB o = max. 5 5 5 vV
Kollektorstrom, Mittelwert: -IC Ay = Bmax. 10 A
Kollektorstrom, Scheitelwert: —IC M = max. 20 A
Basisstrom: -IB = max. 4 A
Gesamtverlustleistung bei < 25%: P, = mex. 90 W
Sperrschichttemperatur: aJ = max. 150 °c
Lagerungstemperatur: -98 = min. -65 °c
3 = max. 150 °c
Wirmewiderstand:
zwischen Sperrschicht <
und Montageflanschs Rth ¢ = 1,39 K/W
VZ 7300177 ]
Prot max I 100
(w)
100 I
(A)
N
NT
75 10
\ A
AN
AN
N
AN
50
Erlaubter (=sicherer) Arbeits-i \
\ bereich fiir Gleichstrom, 9,¥25'C
N 1 ‘
N
25 N
N 2 EGS
N 215 1;
o
0 ol 11
0 50 © 100 9 (*C) 150 1 10 -Uee (V) 100
9.77 VALVO TRANSISTOREN
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BDV 92
BDV 94
BDV 96

Kennwerte:

bei aJ = 25°C, sofern nicht anders angegeben

Kollgktor-Reststrom <
bei IE = 0 und —UCB = -UCB 0 max® -ICB 0 : 100 pA
bei Iy =0, Uy = 0,5(-Upp o), 8 = 150°C: -I,p = 1 m
Kollektor-Emitter-Reststrom <
bei IB = 0 und —UCE = -Utg 0 max’ -ICE 0 = 1 mA
Emit?er-Reststrom <
bei Ic = 0 und —UEB =5 V: -IEB 0 = 1 mA
Kollektor-Emitter-Restspannung <
bei —IC = 4 A und —IB = 0,4 A: _UCE sat z N A
bei -1, = 10 A und -IB = 3,3 A: -UCE sat = 3,0 v
Basis}pannung ¢
bei'.—.IC =4 A und -IB = 0,4 A: _UBE sat : 1,5 \4
bei _UEE = 4 V und -1, =4 A: -UBE = ’
Glei?hstromverstﬁrkung >
bei —UCE =4 Y und —IC = 4 A: B : 20
bei —UCE =4V und —IC = 10 A: B & 5
Transit-Frequenz : N
bei _UCE = 10 V und -IC = 0,5 A: fT £ 4 MHz
Schaltzeiten
bei -ICX =4 A, —IBX = +IBY = 0,4 A: tein = 0,3 us
taus = ’ Hs
tf = 0,5 us .
MeBschaltung fiir Schaltzeiten
ov —47'%——0-30V
~55V L 5
VZ 710431.2
VALVO TRANSISTOREN i 9.77
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BDV 92

BDV 94
BDV 96
1000 £
8
~Ucg=4V
3, =25V
fomm—"1 'N§~~
100 S
AN
N
N
\\
N
v h
0,01 ['A] 1 -Ic (A) 10
8.79 VALVO TRANSISTOREN
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DATEN VORLAUFIGER MUSTER

SILIZIUM - PNP - EPIBASIS -
DARLINGTON - LEISTUNGSTRANSISTOREN,
Komplementdrtypen zur BDX 69 - Reihe

Mechanische Daten:

Gehduse: Metall,
JEDEC TO-3

BDX 68

BDX 68 A
BDX 68B
BDX 68C
-O
(o
8| Y
E
—O
1,5kQ 40Q
—»| 9max |e—

[e—— 26,6 max———s

-—-1 -~ 25

Der Kollektor ist P‘
mit dem Metallgeh&use 11
leitend verbunden. c L
MaBangaben in mm.
16,9
3 —-l 6,85
oo AR 2 N 7 I B ‘
X ¢ 4 max o1
E B
. \__
\Gg — fl.z
40 JL_ 5
109 vZ720277. Thane
Eurzdaten: BDX 68 684 68B 68C
Kollektor-Sperrspannung -UCB o = max. 60 80 100 120V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung --UCE o = max. 60 80 100 120V
Kollektorstrom, Scheitelwert -IC M = max. 40 A
Gesamtverlustleistung bei OG § 25°C Ptot = max. 200 W
Sperrschichttemperatur 3 = max. 200 °c
Gleichstromverstirkung 5
bei -UCE =3V, —IC = 20 A B = 1000
Grenzfrequenz, Emitterschaltung
bei _UCE =3V, —Ic =10 A fB = 60 kHz

10.84
417

VAIVO



BDX 68

BDX 68A
BDX 68B
BDX 68C

Absolute Grenzwerte: BDX 68 68A
Kollektor-Sperrspannung‘bei IE = 0: -UbB o = max. 60 80
Kollektor-Emitter-

Sperrspannung bei IB = 0: —UCE 0= max. 60 80
Emitter-Sperrspannung bei IC = 03 _UEB 0= max. 5
Kollektorstrom, Mittelwert: -Ic Ay = max. 25
Kollektorstrom, Scheitelwert: -IC M = max. 40
Basisstroms -IB = max. 500
Gesamtverlustleistung bei &G g 25°Cs Ptot = max. 200
Sperrschichttemperatur: 3J = maxX. 200
Lagerungstemperatur: es = min. -65

6S = max. 200
Wdrmewiderstand:
zwischen Sperrschicht und Geh&useboden: Rth G é 0,875
VS 7301349
Ptof max
(W)
200
100
0
0 50 100 150 95 (°0) 200

10.84
418

688

100

100

68¢

120

<

°ootE:>:>< <
Qoo

K/W



Kennwerte: bei 6J = 25°C, sofern nicht anders angegeben

Kollektor-Reststxnom

bei Iy =0, “Ues = “Ucp 0 max’

bei Iy = 0, ~Usp = 0,5-(<Upp o o), &) = 200°c:
Kollektor-Emitter-Reststrom

bei Iy =0, “Uop = 0,5+ (-U,
Emitter-Reststrom

bei IC = 0, _UEB =3 V:

CE 0 max)?

Kollektor-Emitter-Restspannung
bei ~-I, = 20 A, -IB = 80 mA:

c=
Basisspannung
bei —UCE =3V, -Ic = 20 A:
Gleichstromverstérkung
bei -UCE =3V, -IC = 5 As
bei -UCE =3V, —IC = 20 A:
bei -UCE =3V, —Ic = 30 A:

Kleinsignal-Stromverstérkung

bei —UCE =3V, —Ic = 10 A, f = 1 MHz:
Grenzfrequenz, Emitterschaltung

bei —UCE =3V, I, =10 A:
Kollektorkapazitdt :

bei -UCB =10 V, IE =0, f =1 MHz:
Schaltzeiten

bei -ICX = 20 A, -IBX = +IBY = 80 mA:

DurchlaBspannung der Schutzdiode

bei IF = 20 A:

~Ics o

“Icg o

“I¢E o

~TgB o

“UCE sat

~U

t .
ein

aus

A A

[[ZaN A A

[ PaY

[V ]

BDX 68

BDX 68A
BDX 68B
BDX 68C

10

3000
1000
1000
20
60 KkHz

600 pF

1,0 us
3,5 us



BDX 68

BDX 68 A
BDX 68B
BDX 68C
Erlaubter (= sicherer) Arbeitsbereich bei 8. < 25%
1 Gleichstrombetrieb
II periodischer Impulsbetrieb mit VT = 0,01
102 7283987
-1 —!cMmax
[ T =
(A) [—Ic AV max
()
o/
10
AN
1
\
1 .: 1)
|
10-1
BDOX68 < J ]
BDX6BA
BDX68B | []
BDXGBC\\\
1072 A
1 10 102 —ygg (V)

10.84
420



BDX 69

DATEN VORLAUFIGER MUSTER BDX 69A
BDX 69B
BDX 69C
SILIZIUM - NPN - EPIBASIS -
DARLINGTON - LEISTUNGSTRANSISTOREN, g
Komplementértypen zur BDX 68 - Reihe
B A
E
—0
1,5kQ 40Q
Mechanische Daten:
Gehduse: Metall,
JEDEC TO-3 —= Imax |e—
Der Kollektor ist —-1 e—25
mit dem Metallgehiuse -
leitend verbunden. -
MaBangaben in mm. 11"
t Y
9203 |
max TM
P
N § Vz U]
" -
40 13
(=109 vzr2e2770 [ g™
Kurzdaten: BDX 69 694 69B 69C
Kollektor-Sperrspannung UCB o = max. 80 100 120 140 V
Kollektor-Emitter-Sperrspannung UCE o = max. 60 80 100 120V
Kollektorstrom, Scheitelwert IC M = max. 40 A
Gesamtverlustleistung bei 8 < 25% P ., = max. 200 W
Sperrschichttemperatur 8J = max. 200 °c
Gleichstromverstérkung >
bei UCE =3V, IC =20 A B & 1000
Grenzfrequenz, Emitterschaltung
bei UCE =3V, IC =10 A fB = 50 kHz

g8 " VAIvVO



BDX 69

BDX 69A
BDX 69B
BDX 69C

Absolute Grenzwerte:

Kollektor-Sperrspannung® bei I

Kollektor-Emitter-
Sperrspannung bei I

Emitter-Sperrspannung bei Ic =
Kollektorstrom, Mittelwert:
Kollektorstrom, Scheitelwert:

Basisstrom:

Gesamtverlustleistung bei $

Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

Wiarmewiderstand:

zwischen Sperrschicht und Gehduseboden:

10.84
422

Ptot max

(W)
200

100

BDX 69 694
E- 0: UCB 0= max. 80 100
B = 0: UCE 0 = max. 60 80
[¢H] UﬁB 0= max. 5
Ic AV S max. 25
IC M = max. 40
I = max. 500
< 25%: PB = max 200
G~ * tot .
3J = max. 200
Os = min. -65
35 = max. 200
<
Rth ¢ = 0,875
¥$7301
N
50 100 150 85 (°0) 200

69B

120

69C

140

<

L = E =k < <

a o

K/W



Kennwerte: bei 8_ = 2500, sofern nicht anders angegeben

3 =
Kollektor-Reststrom
bei IE = 0, UCB =
bei IE =0, U B~ 0,5.U

U,

c CB 0 max’ ®

Kollektor-Emitter-Reststrom

bei IB =0, UCE = 0,57
Emitter-Reststrom
bei IC =0, UﬁB =5 Vs

Kollektor-Emitter-Restspannung

bei IC =20 A, I, = 80 mA:

B
Basisspannung
bei UCE =3V, IC = 20 A:
Gleichstromverstirkung
bei UCE =3V, IC = 5 A:
bei UCE =3V, IC = 20 A:
bei UCE =3V, IC = 30 A:

Kleinsignal-Stromverstirkung

bei UCE =3V, I, =104, f

c =

Grenzfrequenz, Emitterschaltung

bei UCE =3V, I, =10 A:

c =
Kollektorkapazitédt

bei UCB =10 V, IE =0, f =
Schaltzeiten

bei ICx = 20 4, IBx = —IBY

DurchlaBspannung der Schutzdiode

bei IF = 20 A:

CB 0 max’

CE 0 max®

Icp o
CB 0

CE 0

EB 0

t .
ein

t
aus

[ [ZaN [ PN

A

n~

CE sat =

[[PaN

nn

BDX 69

BDX 69A
BDX 69B
BDX 69C

EE

10

3000
1000
4000

20

50 kHz

600 pF

3, us

10.84
423



BDX 69

BDX 69A
BDX 69B
BDX 69C
Erlaubter (= sicherer) Arbeitsbereich bei $. < 25%
I Gleichstrombetrieb
II periodischer Impulsbetrieb mit VT = 0,01
102 7283986
Fl
Ic CMT\ax .
{A) | Ic AV max
()
N
10
N
\
\
\
1 1
N\’
\
101
BDX69 <+
BDX69A
BDX69B
BDX69C J "N
al
S 10 102 Ugg (V)
10.84



